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Fremgangsmdte til & forbinde et legeme av elektrisk ledende eller
halvledende materiale med et legeme av isolasjonsmateriale.

Oppfinnelsen angdr en fremgangsmadte til & forbinde et legeme av
elektrisk ledende eller halvledende materiale og et legeme av isolasjons-
materiale.

Ved halvlederanordninger som har en diffundert p-n-overgang,
er det vel kjent at tilgjengelige forbindelser er meget fplsomme for om-
givelsestilstander og det er blitt alminnelig i praksis & s¢rge for beskyt-
telse i form av kontrollerte omgivelsesbelegg. For & kunne anvende slik
beskyttelse for p-n-overgang i halvlederanordninger, har utviklingen fg¢rt
til kostbare og kompliserte hus eller kapper som béskytter p-n-overgan-
gen, men hindrer full utnyttelse av alle fordeler ved halvlederanordnin-
gen. Det er i og for seg kjent & benytte halvledermateriale som en inter-

grerende del av kappen. En slik utf¢relse medfgprer imidlertid kompli-
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kasjoner med hensyn til befestigelse av tilledninger og anvendelse av
metalldeler som g¢ker omkostningene og gj¢r fremstillingen vanskeligere.
Det er ogsd i og for seg kjent 4 dekke til en plan overflate av en silisium-
halvleder ved anbringelse av en ring av hdrdt glass mellom silisiumhalv-
lederen som inneholder den diffunderte overgang og et silisiumlegeme
som anvendes som kappe, idet overflatene:som:8kal forbindes med hver-
andre metalliseres og forbindelsen deretter utfpres ved & utsette det
hele for en temperatur som er tilstrekkelig til 8 bevirke en varmefor-
bindelse. En glasstil-halvlederforbindelse oppnds herved ved & oppnd
tilstrekkelig smeltning av materialene slik at forbindelsen dannes, Da
imidlertid overflater som skal forbindes f¢prst m& metalliseres, vanlig-
vis med gull, vil resultatet vanligvis veere en forbindelse mellom glass
og metall. Selv om denne fremgangsmdte eliminerer det arbeidstrinn

& lodde metalliserte overflater, er den allikevel omstendelig og krever
et antall kompliserte arbeidsoperasjoner.

Hensikten med oppfinnelsen er derfor & tilveiebringe en forbedret
fremgangsmdéte av den innledningsvis nevnte art, seerlig for innkapsling

av plane overflater av silisiumhalvlederanordninger og integrerte kret-
ser som inneholder diffunderte p-n-overganger, hvorved ulempene ved
tidligere fremgangsméter unngds, samtidig som antall deler som anven-
des i halvlederanordninger og integrerte kretser med p-n-overganger
og antall arbeidstrinn og dermed fremstillingstiden reduseres.

En ytterligere hensikt med oppfinnelsen er & tilveieb'ringe en
fremgangsma&te til § forbinde isolasjonsmaterialet direkte med et leden-
de materiale, en halvleder, en halvlederanordning eller en integrert
krets, og derved eliminere n¢dvendigheten av metallisering av de over-
flater som skal forbindes og lodding eller smelting av metalliserte over-
flater for & oppnd forbindelsen.

Dette oppnds ifglge oppfinnelsen ved at legemene med tilneermet
plane flater legges mot hverandre slik at det dannes kontaktpunkter mel-
lom dem, at isolasjonslegemet oppvarmes til en temperatur under sitt
smeltepunkt, men tilstrekkelig til & gjpre det elektrisk ledende, at det
pdtrykkes et elektrisk potensial mellom legemene, slik at det flyter en
str¢m gjennom kontaktpunktene og det elktrostatiske felt mellom for-
bindelsesflatene medfg¢rer en tiltrekning mellom materialene, slik at
kontaktomrddene mellom dem progressivt gker og danner forbindelsen.

Oppfinnelsen skal forklares neermere under henvisning til teg-

ningene,
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Fig. 1 viser skjematisk et tverrsnitt gjennom en halvleder og et
isolasjonslegeme som forbindes med hverandre ved fremgangsmadten ifgl-
ge oppfinnelsen.

Fig. 2 viser et tverrsnitt av en planardiode som er innkapslet ved
en anodisk forbindelse ifglge oppfinnelsen,

Fig. 3 viser i perspektiv en transistorénhet og et metallisert iso-
lasjonslegeme f¢r sammenstillingen og anodisk forbindelse ifglge oppfin-
nelsen.

Fig. 4 viser skjematisk et tvérrsnitt langs linjen 4 - 4 pd fig. 3,
av en .silisiumtransistorenhet og et metallisert isolasjonslegeme f¢r ano-
disk forbindelse av disse. .

Fig. 5 viser et tverrsnitt av den inhkapslede transistor pd fig. 4.

Fig. 6 viser et tverrsnitt gjennom en planardiode og en transis-
tor som er innkapslet og innbyrdes forbundet ved anodisk forbindelse.

Fig. 7 viser et tverrsnitt av planardioden og transistoren pd fig.
6 under fremstillingen.

Fig. 8 viser pd samme mdte som fig. 7 et arbeidstrinn i frem-
stillingen av anordningen pd fig. 6 under anvendelse av en noe avvikende
teknikk.

Rent gelerelt kan man si at foreliggende oppfinnelse tilveiebrin-
ger en ny fremgangsmadte for forbindelse av et elektrisk ledende mate-
riale og et isolasjonslegeme ved at de flater som skal forbindes med
hverandre, bringes i kontakt med hverandre og opphetes inntil isolasjons-
legemet blir lett ledende hvoretter det sendes en liten positiv str¢m fra
det elektrisk ledende materiale til isolasjonslegemet. Strgmmen flyter
ved trykkontakt som ut¢ves pd de ytre overflater av de to materialer. F.
eks. ndr en liten strgm innenfor omré&det noen f& mikroampere/mm2
sendes fra det elektrisk ledende materiale til isolasjonslegemet i kort
tid, dannes det en forbindelse. Et typisk eksempel pd denne fremgangs-
méte er forbindelse av en halvleder av silisium og et isolasjonslegeme
av pyrexglass ved hjelp av en str¢m pé& 10 mikroampere/mm2 i et tids~
rom p& ca. 1 min. Fremgangsmdten skiller seg merkbart fra elektrisk
sveising ved at den utviklede varme ikke er tilstrekkelig til § tilveiebrin-
ge noen smelting av materialene. Materialene oppvarmes bare s§ me#
get at isolasjonslegemet blir elektrisk ledende. Forbindelsen dannes
bare ved hjelp av den positive elektriske str¢m som sendes fra det leden-
de materiale til isolasjonsmaterialet. Etter avkjgling vil isolasjonsma-

terialet gjeninnta sin opprinnelige ikke-ledende tilstand. Forbindelsen
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bestdr i en jevn, klar film som synes & utgd fra isolasjonsmaterialet,
men som antas & veere en anodisk vekst av oksyd p& det elektrisk leden-
de materiale. Selv om 10 mikroampere/mm- i l¢pet av 1 min. er an-
gitt oveﬁfor for 8 beskrive en utfgrelse av oppfinnelsen, kan strgmmen
og varigheten av denne varieres innen vide grenser, sd lenge produktet
av str¢m og strgmmens varighet er tilstrekkelig til § tilveiebringe for-
bindelsen. Ngyaktige verdier for strgmtetthet og str¢mmens varighet
vil variere i avhengighet av de materialer som skal forbindes. Det an-
tas imidlertid at for en bestemt kombinasjon av materialer vil det veere
et bestemt forhold mellom str¢mtetthet og str¢gmmens varighet. F.eks.
kan i et spesielt tilfelle brgkdeler av mikroampere i l¢pet av forholds-
vis lang tid tilveiebringe en forbindelsesfilm, og det vil f.eks. en str¢m
pd 1 milliampere som har en varighet pd 0,6 sek. Tiden vil variere i
avhengighet av str¢gm. P& samme md&te vil en strgm p8 1 .mikroampere
ngdvendiggjpre eh varighet av strgmmen p8 ca. 10 min., mens en strgm
p& 20 mikroampere bare behpver 30 sek. for & danne forbindelsen. For-
bindelse av en silisiumhalvleder med kvarts eller pyrexglass er et godt
eksempel. N&r en positiv str¢m sendes fra silisiumlegemet som virker
som anode, til en katode, vil det dannes en film sannsynligvi et oksyd
anodisk pd silisiumlegemet. I praksis kan silisium forbindes med kvarts
ved at det sendes en positiv str¢gm pd ca. 10 mikroampere pr. mm2 fra
silisiumlegemet til kvartslegemet i ca. 1 min. ved en temperatur p&
mellom 700 og 1200°C. Forbindelsen dannes uansett om silisiumlege-
mets overflate er oksydert pd forhdnd. Hvis isolasjonsmaterialet er
pyrexglass, vil temperaturen ligge fra 30 til 700°C. Temperaturen
for blgtt glass ligger tilneermet i samme omr&de og det samme gjelder
for keramikk som f. eks. porselen. Som nevnt ovenfor, er det n¢dven-
dig at temperaturen er s& h¢y at materialet med normalt stor motstand
blir lett elektrisk ledende og istand til & slippe gjennom en liten strpm.
Normalt er det ved isolator n¢gdvendig ved gket temperatur & anvende en
betydelig spenning pd flere hundre og opptil kanskje mer enn 1000 volt
for & tilveiebringe en n¢dvendig str¢m, avhengig naturligvis av faktorer
slik som isolasjonslegemets egenskaper og tykkelse.

Foreliggende oppfinnelse er betydelig enklere enn tidligere frem-
gangsméter som omfattet metallisering av to overflater som etterpd for-
bindes ved hjelp av lodding eller smelting. I enkelte former for integrerte
kretser er det gnskelig & anbringe et antall halvlederanordninger p& et

.isolasjonslegeme og deretter forbinde disse innbyrdes og innkapsle et an-
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tall integrerte silisiumkretser til en ekelt enhet. Foreliggende oppfinnel-
se tilveiebringer en enkel fremgangsmaéte for utfgrelse av begge disse til-
feller. Fremgangsmdten kan videre anvendes for innkapsling av silisium-
halvlederanordninger seerlig av planartypen, ved at anordningens plane
overflate forbindes med et isolasjonslegeme. Selv om utfprelseseksemp-
lene angdr forbindelse av halvleder og isolasjonslegemet, kan ogs& elekt-
riske ledere og isolasjonslegemet forbindes ved samme metode, serlig
en forbindelse av glass og metall.

Fig. 1 viser en meget enkel utfprelse av oppfinnelsen hvor et halv-
lederlegeme 10 er anbrakt pd en motstandsopphetet strimmel 11. En iso-
lasjonsplate 12 er anbrakt ovenpd halvlederlegemet 12 og en lett trykkon-
takt 13 er anbrakt mot oversiden av isolasjonsplaten 12. Trykkontakten
13 er forbundet med den negative pol 14 av en likestrgmskilde 15, og
motstandsstrimmelen 11 er forbundet med den positive pol 16 av like-
strgmskilden 15. For & oppnd en forbindelse mellom halvlederlegemet
10 og isolasjonsplaten 12 oppvarmes det hele inntil isolasjonsplaten blir
lett elektrisk ledende. En liten positiv str¢m flyter da fra halvlederlege-
met til isolasjonsplaten, idet det anodisk dannes en grodd oksydforbindel-
se 17. Ikke noe materiale smelter hverken ved oppvarmingen eller ved
strgmmen. Oppvarmingen tjener bare til 8 gj¢re isolasjonsplaten elekt-
risk ledende. Forbindelsen dannes bare ved hjelp av den positive strgm
som flyter fra lederen eller halvlederen til isolasjonsplaten. I dette ut-
fgrelseseksempel tilveiebringes opphetningen ved hjelp av motstandsstrim-
melen 11 som er forbundet med en egnet elektrisk str¢mkilde 18. Imid-
lertid kan annen vanlig opphetning anvendes som {. eks. gass, ovn eller
elektrisk ovn. Normalt opprettholdes oppvarmingen under forbindelsen
av str¢gmkilden 15, sezerlig hvis det anvendes liten str¢m og en lengre
varighet av denne. Av fig. 1 fremgdr at str¢mkilden er en likestr¢ms-
kilde. Det er imidlertid mulig 4 anvende pulserende likestr¢m i ret-
ning fra halvlederen til isolasjonsplaten, dvs. halvlederen er forbundet
med den positive pol og danner anode som angitt ovenfor. Det har ogsd
vist seg mulig & anvende en vekselstrgmkilde under bestemte begren-
sede forhold seerlig ved lav frekvens pd ca. 50 Hz. Forbindelse ved
hjelp av vekselstrgm oppnds hurtigere med en uoksydert halvleder enn
med en overflate som er oksydert under dannelsen av halvlederlege-
met. Det synes & fremgd av forskjellige fors¢k at filmdanningsfenome-
net ikke er reversibelt og som fplge derav vil en vekselstr¢m eller en-

hver str¢m i motsatt retning ikke gdelegge eller minske kvaliteten av
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har metalliserte forbindelser 34, 35 og 36 som tilsvarer de metalliserte
tilledninger 39, 40 og 41 p& isolasjonslegemet 38, De metalliserte for-
bindelser 39, 40 og 41 gdr over i tilledninger 39', 40' og 41'.

Fig. 4 viser silisiumtransistoren 30 f¢r forbindelsen med icsola~
sjonslegemet 38. Transistoren 30 er forsynt med metalliserte kontakter
34, 35 og 36 som stdr i forbindelse med kollektoren 31, basisen 32 resp.
emitteren 33. Den resterende del av overflaten er beskyttet av et isola-
sjonslag 37 av silisiumoksyd som er grodd under fremstillingen av tran-
sistoren. Isoclasjonslegemet 38 er forsynt med metalliserte kontakter
39, 40 og 41 som er pddampet. Pyrexglass som er metallisert med alu-
minium har vist seg & veere god kombinasjon. Transistoren 30 anbrin-
ges pd isolasjonslegemet 38, slik at de metalliserte omré&der 34, 35 og
36 p& transistoren trer i kontakt med de metalliserte omrdder 39, 40
og 41 pd isolasjonslegemet. Transistoren 30 og isolasjonslegemet 38
forbindes deretter anodisk pd den méte som er vist pd fig. 1 og 2. Selv
om de metalliserte par av forbindelser 34, 39 og 35, 40 og 36, 4l er i
direkte kontakt innbyrdes, har man funnet at under drift opptrer det
ikke kortslutning av forbindelsesstrpmkretsen, i det minste ikke i den
grad at det hindrer dannelse av forbindelsesfilmen, og dette skyldes tro-
lig den st¢rre motstand i glass som bevirker at den elektriske str¢m ba-
re flyter gjennom de direkte kontaktarealer mellom glasset 38 og silisi-
umlegemet 30.

Fig. 5 viser et snitt gjennom en innkapslet silisiumtransistor
43. Arealene 42 er anodisk grodd oksyd som forbinder transistoren
med isolasjonslegemet. Det viser seg at de strekker seg fra oksydare-
alene 37 som gros under fremstillingen av transistoren. Forbindelsen
kan utf¢res ut fra forhdndsoksyderte overflater eller fra overflater som
er fri for oksyd. Metalliserte partier 39, 40 og 41 pd isolasjonslegemet
38 strekker seg ut forbi transistoren 30, slik at det dannes utvendige
kontakter. Ved utfgrelsen if¢glge oppfinnelsen er det ikke n¢dvendig &
metallisere halviederlegemet. Det er tilstrekkelig & la det veere igjen
adskilte 8pninger i oksydbelegget, slik at vedkommende arealer av si-
lisiumlegemet er tilgjengelige. Aluminium fra isolasjonslegemet tilveie-
bringer kontakt med silisiumet slik at et arbeidstrinn, nemlig metalli-
seringen av halvlederlegemet kan slgyfes. '

Fig. 6 illustrerer en av to fremgangsmdter for innbyrdes forbind-
else av forskjellige silisiumlegemer pd et isolasjonslegeme. Enten kan

silisiumelementene 20 og 30 anbringes hver for seg som vist, eller et
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silisiumlegeme 50 som omfatter flere halvlederanordninger kan forbindes '
med isolasjonslegemet 51 pd hvilket det er metallisert et m¢nster for inn-
byrdes forbindelse av de forskjellige anordninger i samsvar med en for-
hdndsbestemt krets. Etter forbindelsen vil forskjellige omrdder av halv-
lederen mellom de forskjellige anordninger bli fjernet ved etsing eller en
hvilket som helst annen egnet fremgangsmadte for & isolere de forskjellige
halvlederanordninger fra hverandre . Dette eliminerer n¢dvendigheten av
enkeltvis montering av de enkelte anordninger. Denne fremgangsmdte kan
anvendes for innbyrdes forbindelse og innkapsling av et antall integrerte
silisiumkretser.

P& fig. 6 inneholder den integrerte krets 50 en planardiode 20 som
beskrevet under henvisning til fig. 2, og en transistor 30 som beskrevet
under henvisning til fig. 3, og som er innbyrdes forbundet og innkapslet.
Isolasjonslegemet 51 er forsynt med dpninger-60, slik at metalliserte de-
ler av isolasjonslegemet 51 kan tre i kontakt med tilh¢grende deler pd ‘sili-
siumlegemet i de forskjellige anordninger. Metallkontakten 52 forbinder
katoden 2la i dioden med emitteren 33 i transistoren 30. Metallkontakten
35 tilveiebringer en tilledningskontakt for basisen 32 i transistoren 30,
og kontakten 57 tilveiebringer en tilledningskontakt for kollektoren 31 i
transistoren 30. P& samme mate danner kontakten 58 en tilledningskon-

takt for anoden 25 i dioden 20. Anodisk grodd oksyd 59 forbinder den in-
tegrerte krets med isolasjonslegemet. Metallisering og isolering av de
forskjellige anordninger pd silisiumlegemet utf¢res etter forbindelsespro-
sessen.

Som nevnt ovenfor viser fig. 6 en av to méter 8 forbinde forskjel-
lige halvlederanordninger med et isolasjonslegeme. Fig. 7 viser det f¢r-
ste operasjonstrinn ved en av disse fremgangsmdter. Isolasjonslegemet
51 er forsynt med &pninger 60 i likhet med det ferdige produkt som er
vist pd fig. 6. Isolasjonslegemet er i neer planar kontakt med de to halv-
lederanordninger 20 og 30. Isolasjonslegemet 51 er fortrinnsvis anbragt
i anlegg mot en glassplate 70 for elektrisk str¢mfordeling til de forskjel-
lige deler av isolasjonslegemet 51 og i forbindelse med glassplaten 70
stdr en varmestrimmel 71 som tilfgpres str¢m fra en str¢gmkilde 72. Halv-
lederanordningene 20 og 3J har hver sin elektriske forbindelsesstr¢m-
krets som mates fra en str¢mkilde 74 resp. 75. Hvis ¢nskelig kan de ha
en felles negativ tilledning 76 som er forbundet med varmestrimmelen
71 som er elektrisk forbundet med isolasjonslegemet 51 gjennom glass-

platen 70. Som beskrevet ovenfor i forbindelse med fig. 6, tilfgres for-
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gene eller kretsene og pddampning av metallkontakter og tilledninger pd
denne etter forbindelsesprosessen. En annen metode gdr ut pd & anbrin-
ge metalliserte kontakter pd kontaktomrddene i plane overflater eller gjgre
atskilte arealer p& silisiumlegemet tilgjengelige for tilsvarende metalliserte
kontakter p& isolasjonslegemet og anbringe anordningen eller anordningene
og isolasjonslegemene mot hverandre f¢r forbindelsesprosessen, slik at de
tilsvarende kontakter eller kontaktarealer motsvarer hverandre og forbin-
delsen bevirker effektiv innkapsling og elektrisk kontaktgivning, I siste
tilfelle er isolasjonslegemet betydelig st¢rre enn silisiumlegemet og kon-
taktene p8 isolasjonslegemet gdr over i tilledninger p& det omr&de av iso-
lasjonslegemet som rager ut over det ledende materiale. Hvis ngdvendig
kan ikke plane overflater av anordningen metalliseres for tilveiebringelse
av ekstra kontakt. Hvis et antall atskilte anordninger eller kretser skal
forbindes innbyrdes og innkapsles, kan de enten danne et enkelt legeme
som etterpd isoleres fra hverandre ved etsing, maskinbearbeidelse eller
p& annen méte etter forbindelsen eller de kan anbringes hver for seg pd
isolasjonslegemet.

Som man vil se har foreliggende oppfinnelse et vidt omrdde for an-
vendelse og de ovenfor beskrevne utfgprelseseksempler viser bare en del

av disse muligheter.

Patentkrav. ,
1. Fremgangsmadte til & forbinde et legeme av elektrisk ledende eller
halvledende materiale og et legeme av isolasjonsmateriale, karakteri-
sert ved at legemene med tilneermet plane flater legges mot hverandre
slik at det dannes kontaktpunkter mellom dem, at isolasjonslegemet opp-
varmes til en temperatur under sitt smeltepunkt, men tilstrekkelig til &
gipre det elektrisk ledende, at det p8trykkes en elektrisk potensial mel-
lom legemene, slik at det flyter en str¢m gjennom kontaktpunktene og det
elektrostatiske felt mellom forbindelsesflatene medfgrer en tiltrekning
mellom materialene slik at kontaktomrddene mellom dem progressivt
¢ker og danner forbindelsen.
2. Fremgangsmadte ifglge krav 1, karakterisert ved at strem-
men har s& liten tetthet at den ligger under det nivd som gir merkbar opp-
varmning.
3. Fremgangsmadte ifglge krav 1 eller 2, karakterisert ved at
halvlederen er valgt innen en gruppe som omfatter silisium, germanium

og galliumarsenid, og isolasjonsmaterialet er valgt innenfor en gruppe



t | 119844

omfatter glass, kvarts, keramikk og safir.

4. Fremgangsmdte if¢lge krav | eller 2, karakterisert ved at
det elektrisk ledende materiale er et metall som er valgt innen en gruppe
som omfatter aluminium, platina, beryllium, titan og palladium, og iso-
lasjonsmaterialet er valgt innen en gruppe som omfatter glass, kvarts,
keramikk og safir.

5, Fremgangsmdte ifglge et av de foregdende krav, karakterisert
ved at isolasjonsmaterialet opphetes til 300 - 1200°C.

6. Fremgangsmdte ifglge et av de foregdende krav, karakterisert
ved at str¢gmmen er en likestrgm pd 10 uA/mm2 som f{lyter ca.l minutt,
7. Fremgangsmdte ifglge et av de foregdende krav, karakterisert
ved at forbindelsen utgj¢res av en film som dannes av et reaksjonsprodukt
av halvlederen. !

8. Fremgangsmdte ifglge et av de foregdende krav, for innkapsling av
p-n-overgangen i en silisiumhalvlederanordning med en plan overflate og
anbringelse av tilledninger-til denne, karakterisert ved at isolasjons-
materialet anbringes i neer kontakt med den plane overflate, hvilket isola-
sjonsmateriale er forsynt med atskilte dpninger for anbringelse av elektris-
ke tilledninger, hvilke dpninger er tilpasset halvlederanordningens atskilte
kontaktornrdder som metalliseres pd isolasjonsmaterialet ut fra &pningene
slik at det dannes tilledninger fra kontaktomré&dene.

9. Fremgangsmadte if¢lge et av kravene 1 - 7, for innkapsling av en
p-n-overgang av en planar silisiumdiode, med en plan overflate til isola-
sjonsmaterialet, og anbringelse av tilledninger til dioden, karakteri-
sert ved at isolasjonsmaterialet har en metallisert kontakt for elekt-
risk tilledning til diodens anode, hvoretter filmen dannes som holder det
metalliserte omrdéde pd isolasjonsmaterialet i elektrisk kontakt med ano-
den, og anbringelse av tilledning til diodens katode.

10. Fremgangsmdte if¢lge et av kravene 1 - 9, for innkapsling av en
p-n-p-overgang i en silisiumhalvlederanordning med en plan overflate og
anbringelse av tilledninger til denne, karakterisert ved metalliser-
ing av en elektrisk kontakt p& hvert p-n-p-omrdde pd den plane overflate
og metallisering av tilsvarende forbindelser pd en f¢rste overflate av iso-
lasjonsmaterialet som er st¢rre i utstrekning enn halvlederanordningen,
hvilke forbindelser strekker seg til tilledninger pd en del av isolasjonsma-
terialet som strekker seg ut over halvlederanordningen, idet den metall-
iserte overflate av isolasjonsmaterialet plasseres tett i anlegg mot de me-

talliserte kontakter pd halvlederen, slik at det dannes elektrisk kontakt.
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11. Fremgangsmdte ifplge kravene 8 - 10, til anbringelse og innkaps-
ling av de plane overflater pd et antall atskilte silisiumhalvlederanordnin: -
ger pd et enkelt isolasjonslegeme og anordning av elektriske forbindelser
mellom disse og tilledninger til disse, karakterisert ved atisola-
sjonslegemet i tett mot halvlederanordningens plane overflate, hvilket iso-
lasjonslegeme forsynes med atskilte dpninger for elektriske tilledninger,
og metalliseres slik at elektriske tilledninger dannes som forbinder halv-
lederanordningene innbyrdes og utad.

12. Fremgangsmdte ifgplge et av kravene 8 - 10, til anbringelse av et
antall integrerte silisiumkretser p& et enkelt isolasjonslegeme og anbrin-
gelse av elektriske forbindelser mellom disse og utad, karakterisert
ved at isolasjonslegemet forsynes med et metallisert m¢nster og de
integrerte kretsers plane overflate anbringes tett mot det metalliserte
me¢nster og danner innbyrdes elektriske forbindelser mellom og tillednin-

ger til de integrerte kretser.

Anf¢rte publikasjonex:
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